
MoRe薄膜を用いたKIDの特性評価
Property of KID using MoRe thin films
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力学インダクタンス検出器 (KID, Kinetic Inductance Detector)は、超伝導薄膜を用いた共振
器を利用した光子検出器である。KIDに光子が入射すると、超伝導体内部のクーパー対が破壊さ
れ力学インダクタンスが生じ、共振のパラメータが変化する。そのため、KIDの読み出し用のRF

信号の周波数を共振器の共振周波数に合わせておくと、KIDを透過する RF信号のパワーや位相
が光子の入射にあわせて一瞬だけ変化し、光子を検出できる。
KIDは Alや Nb系の超伝導体を用いて作製されることが多いが、新規材料を用いたKIDの開

発も意義がある。そこで、本研究ではKIDの新規材料としてモリブデン-レニウム (MoRe)に注目
し、MoRe製KIDの特性を 4K冷凍機を用いて評価した。先行研究では、MoRe製共振器の無負
荷Qが 3Kで 104程度、2K以下まで冷やすことで 105程度になることが報告されている [1]。
実際に作製したMoRe製KIDを図 1に示す。KIDには 4つの共振器が配置されており、共振器

のメアンダ部分に入射した光子が検出される。MoRe製共振器の透過特性をVNAで測定し、無負
荷Qを求めたところ、最高で 104程度だった。Nb薄膜で作製したKIDの無負荷Qも同様に測定
したところ、最高で 104程度であり、Nb製 KIDと同程度の無負荷 Qを持つMoRe製 KIDを作
製できた。温度を下げるほどQ値は高くなる傾向にあるため、4Kより低温での測定により無負
荷Qはさらに向上する可能性がある。また、光ファイバー経由でMoRe製KIDに光パルスを照射
し、光検出についても評価した。光検出の詳細については講演で報告する。

図 1: MoRe薄膜を用いたKID。

[1] V. Singh et al., Appl. Phys. Lett. 105, 222601 (2014).
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